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Este mini-curso tem como objetivo fazer uma revisdo sobre os
métodos de producao de filmes finos e, em particular, das técnicas de
crescimento epitaxial. Serdo abordadas com maior detalhe as técnicas
de epitaxia a partir da fase liquida (LPE), a partir de feixes moleculares
(MBE), a partir da fase vapor com precursores metal-organicos
(MOVPE) e deposicdo por camadas atomicas (ALD). Além disso,
pretende-se abordar as principais técnicas de caracterizacdo de
nanoestruturas com destaque a Microscopia de Varredura por Sonda e
a Difracdo de raios-X. Sera dada atencdo especial ao uso da técnica
de difracdo de raios-x na determinacdo de propriedades estruturais
como tamanho do dominio cristalino, formato, deformacéo (strain),
composi¢ao quimica e mosaicidade em nano-cristais.



